
Física de Semiconductores

1. Concentración de portadores, movilidad y conductividad
2. Corriente de difusión
3. Relaciones de Boltzmann y diferencia de potencial
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Calcular ni, no, po y  para un bloque de Si uniformemente dopado con σ

NA = 2 x 1013 cm-3 a temperatura ambiente To = 27°C y T1 = 150°C
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Eg=1.1 eV
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Silicio
m0=9.109×10

−31
kg

k=1.38×10
−23

J /K
h=6.626×10

−34
Js

Constantes¿Cuánto vale la densidad intrínseca 
de portadores libres?
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¿Cuánto vale la densidad de portadores libres cuando 
N

A
 = 2 x 1013 cm-3?

T o=27°C ; ni=10
10
cm

−3
T o=150 °C ; ni=8.3×10

12
cm

−3
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¿Cuánto vale la conductividad?

T o=27°C

σ=q (μn no+μ p po )
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Cálculos finales

μn≈1500cm
2 /Vs ; μ p≈500cm

2 /Vs

T o=150 °CT o=27°C

σ=q (μn no+μ p po )

μn≈900 cm
2 /Vs ; μp≈300 cm

2 /Vs

po≈2×10
13
cm

−3
; no≈5×10

6
cm

−3
po≈2.3×10

13
cm

−3
; no≈2.9×10

12
cm

−3
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Observaciones finales


